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[bookmark: _GoBack]Предложен метод измерения высоковольтных потенциалов при зарядке диэлектриков ионными пучками по сдвигу границы тормозного рентгеновского спектра. Для этого предложено использовать зондирующий пучок электронов с меньшей плотностью тока при одновременном облучении диэлектрика заряжающим ионным током большей плотности. Экспериментальное исследование процесса зарядки диэлектриков при облучении ионами Xe+ с энергиями 1-30 кэВ проводилось на Helios G4 PFIB, оборудованного рентгеновским детектором EDAX Elite. Получены значения равновесных потенциалов зарядки керамики, сапфира, монокристалла SiO2 и тефлона при разных энергия облучения ионного пучка, которые по величине хорошо согласуются с данными, полученными ионно-спектрометрическим методом [1].
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	Рис. 1. X-ray спектр на SiO2 после зарядки ионами Xe+ с E0=8кэВ и током 5 нА площади 100х100 мкм2 расфокусированным пучком. Зондирующий ток электронов Ee0=1 кэВ и I0=400 пА
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